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Preface 
 

The Research Institute for Nanodevices (RIND), formerly known as the Center for Integrated Systems Research 
established in 1986 by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, has been engaged in 
semiconductor research for 37 years. Now that the importance of the semiconductor industry is being reevaluated, 
the Nanodevice Research Institute is working on applied technologies based on semiconductor nanodevices. Until 
2023, the Nanodevice Research Center consisted of four research divisions: "Nano-Integration Research Division," 
"Integrated Systems Research Division," "Molecular Bioinformation Research Division," and "Nanomedicine 
Research Division." The new institute will be reorganized as the Research Institute for Semiconductor Engineering 
(RISE) and consist of the “Semiconductor Strategy Research Division,” “Nanodevice Research Division,” 
“Interdisciplinary Research Division,” and “Research Support and Equipment Management Office.” The institute 
will formulate its own semiconductor research strategy and conduct research based on this strategy. Over the next 
several years, the institute will be expanded and will be engaged in semiconductor research and human resource 
development. 

We continue to promote the "Research Center for Biomedical Engineering (RCBE)" as a MEXT Joint 
Usage/Research Center and the "Advanced Research Infrastructure for Materials and Nanotechnology in Japan 
(ARIM)" as a MEXT project. RCBE entered its second phase in FY2022. The center aims to promote advanced 
collaborative research in the field of biomedical engineering and to promote the practical application of biomaterials, 
medical devices, and medical systems in Japan by fusing the functions of the Institute of Biomaterials and 
Bioengineering, Tokyo Medical and Dental University, Laboratory for Future Interdisciplinary Research of Science 
and Technology, Tokyo Institute of Technology, Research Institute of Electronics, Shizuoka University, and the 
Research Institute for Nanodevices, Hiroshima University. 

The ARIM project is a 10-year project that began in FY2021. In addition to shared use of state-of-the-art 
equipment and technical support by highly specialized engineers, new remote, automated, and high-throughput 
advanced equipment will be introduced, and material data generated from the equipment usage will be structured and 
provided in a way that makes it easy to utilize. Using a super clean room with a total area of 830 m2, the support will 
focus on energy conversion materials, including not only Si but also wide-gap semiconductors such as SiC and GaN, 
and high-performance solar cells. Through these supports, we will promote the establishment of a system that enables 
the collection, accumulation, distribution, and utilization of high-quality material data. In addition, the project was 
adopted as the "Integrated Green-niX research and human resource development (Green-niX)" by MEXT in the 
"NeXt-generation Novel Integrated Circuits CenterS (X-NICS) Project" that started in FY2022, by Tokyo Institute 
of Technology, Toyohashi University of Technology and Hiroshima University. We contribute to the future of the 
semiconductor industry through research, development, and human resource development. 

In March 2023, we launched the "Setouchi Semiconductor Consortium" with the Institute as the core, thirteen 
companies and three public organizations as members. We intend to work together with industry, government, and 
academia to develop human resources and conduct research and development related to semiconductors. In June 
2025, the number of participating companies have been increased to thirty-one and Kobe University has been joined 
the program, further developing the program. 

In March 2023, construction of the J-Innovation HUB Building (new building) was completed. In the building, 
analysis and evaluation equipment for semiconductor research and facilities for research and development of AI and 
communication technologies were introduced. The new building will be used in conjunction with the Institute's super 
clean room to further advance semiconductor research and development. In addition, an open space has been 
established on the first floor of the new building where all related parties can freely gather. We intend to make it a 
place where researchers and engineers in semiconductor-related fields can actively exchange opinions, and as the 
center of the Setouchi Semiconductor Co-Creation Consortium activities, we intend to utilize the space for research 
and human resource development activities, thereby contributing to the revitalization of local industry. 
 

This annual report offers comprehensive information about the recent research activities and achievements at the 
RISE to those who are engaged in the fields of advanced technologies. We hope this report will contribute to the 
mutual exchange of ideas and future progress of the researches on advanced integration of nanodevice and bio 
systems.  
 

July 1, 2025 
 

 
Akinobu Teramoto 

          Director  
          Research Institute for Semiconductor Enginnering, 
 
          Hiroshima University, Japan 



巻頭言 
 
 

研究所は2024年度に半導体産業技術研究所として改組しました。これにより、「半導体戦略研究部門」、
「ナノデバイス研究部門」、「異分野融合研究部門」及び「研究支援・設備運営室」で構成されます。研
究所自ら半導体研究戦略を策定し、それに基づいて研究を実施していく体制です。 

半導体産業技術研究所は1986年文科省令により設立された集積化システム研究センターを前身として、
半導体研究を39年間に渡り続けてまいりました。半導体産業の重要性が再び見直されている現在、半導
体産業全体に目を向け、産業上流の部品・材料・ユーティリティ、半導体デバイス・集積回路の設計・製
造プロセス、下流産業である通信やAI等のアプリケーションの研究・開発を行っていきます。今年度の改
組をきっかけに、数年間かけて、研究所を拡大し、半導体研究と人材育成に取り組んで参ります。今年度
は、文部科学省「地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業」によ
り、クリーンルームの全面改修を実施しました。さらに、 「J-PEAKS ：地域中核・特色ある研究大学強
化促進事業」において、2024年から3年かけて研究所に設置された試作装置、評価装置を更新してい
きます。また、本研究所は学内でCMOS回路が試作できる機関でもあり、「半導体基盤プラットフォ
ーム」に採択されました。これらの設備は、学内研究利用だけでなく、マテリアル先端リサーチイン
フラ事業（ARIM） ・半導体基盤プラットフォームや産学連携の共同研究を通じて使用され、半導体産業
技術の発展に貢献できるものと考えています。 

本研究所は、文部科学省共同利用・共同研究拠点としての「生体医歯工学研究拠点」は、2022年度から
第2期目に入りました。東京医科歯科大学生体材料工学研究所、東京工業大学未来産業技術研究所、静岡
大学電子工学研究所、そして広島大学ナノデバイス研究所の連携研究機関の機能融合により、生体医歯工
分野の先進的共同研究を推進し、我が国の生体材料、医療用デバイス、医療システムなどの実用化を促進
する拠点形成を目的として活動しています。 

上述のARIM事業は2021年度から10年間の事業であり、最先端装置の共用、高度専門技術者による技術
支援に加え、新たにリモート・自動化・ハイスループット対応型の先端設備を導入し、装置利用に伴い創
出されるマテリアルデータを、利活用しやすいよう構造化した上で提供するための事業です。本研究所の
特徴である総面積830m2のスーパークリーンルームを利用して、Siのみならず、SiCやGaN等のワイドギ
ャップ半導体、高性能太陽電池など、エネルギー変換マテリアルにフォーカスした研究開発・支援を行い
ます。その中から2024年度には、半導体基盤プラットフォームに採択され、半導体集積回路試作の支
援を強化していきます。これらの支援を通じて、高品質マテリアルデータを収集・蓄積・流通・利活用
できる仕組みの構築を推進していきます。 

2022年度から開始された文部科学省「次世代X-nics半導体創生拠点形成事業」では、東京科学大学を中
心として、豊橋技術科学大学とともに、「集積Green-niX研究・人材育成拠点」として採択されました。
2022年度から10年間の事業で、半導体関連産業の未来のために「Green化」の観点を意識して、研究・開
発と人材育成で貢献していきたいと考えています。 

2023年3月には、本研究所を中心として、関連企業13社、広島県、東広島市、中国経済産業局をメンバ
ーとして「せとうち半導体共創コンソーシアム」を立ち上げました。半導体関連の人材育成と研究開発を
産官学連携で取り組んで参りたいと考えております。2025年6月には参画企業数が31社になり、広島県、
東広島市、神戸大学、広島大学の35団体でさらに研究・開発および人材育成を続けて参ります。 

2023年3月に竣工したJイノベ棟（新棟）には、半導体研究のための分析、評価機器、AIや通信技術の研
究開発のための設備を導入しました。これにより、本研究所のスーパークリーンルームと合わせて利用で
きるようにしています。さらに、新棟１階には、関連各位が自由に集うことのできるオープンスペースを
開設しています。半導体関連分野の研究者・技術者が活発に意見交換できる場所にしていくとともに、せ
とうち半導体コンソーシアム活動の中心として、研究・人材育成活動に活用し、地域産業の活性化にも寄
与しています。 

アニュアルリサーチレポートは半導体産業技術研究所の最近1年間の研究活動と研究成果の一端をま
とめて、先端技術の研究・教育に携わる方々に最新情報を共有していただくために発行しています。この
レポートが今後ともこの分野での研究交流の一助になれば幸いです。  

 
2025年7月1日  

 
広島大学 
半導体産業技術研究所 
 
所長  寺本 章伸 
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1.Organization of Research Institute for Semiconductor Engineering 
(RISE) 

                                                                                  

半導体産業技術研究所組織 

 

 

 

 



- 2 - 
 

2. Staff of Research Institute for Semiconductor Engineering (RISE) 
 
                                                                                 

半導体産業技術研究所構成員 

(2025年3月31日現在) 
 

 Semiconductor Strategic Research Division 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
半導体戦略研究部門  

 
 Takashi Imaoka 

今岡 孝之 
 

Specially Designated Professor 
特命教授 

 Nahomi Aoto 
青砥 なほみ 
 

Specially Designated Professor 
特命教授 

 Hideki Gomi 
五味 秀樹 
 

Specially Designated Professor 
特命教授 

 Nano-Device Research Division 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ナノデバイス研究部門  

 

 Akinobu Teramoto 
寺本 章伸 
 

Director of RISE and Professor 
研究所長, 教授 

 Shin-Ichiro Kuroki 
黒木 伸一郎 
 

Associate Director and Professor 
副研究所長, 教授 

 Hideki Gotoh 
後藤 秀樹 
 

Professor 
教授 

 Seiichiro Higashi 
東 清一郎 
 

Professor 
教授（併任） 

 Manabu Shimada 
島田 学 
 

Professor 
教授（併任） 

 Atsushi Ikeda 
池田 篤志 
 

Professor 
教授（併任） 

 Shuhei Amakawa 
天川 修平 
 

Professor  
教授（併任） 

 Minoru Fujishima 
藤島 実 
 

Professor 
教授（併任） 
 

 Kazufumi Kaneda 
金田 和文 
 

Professor 
教授（併任） 
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 Takeshi Takaki 
高木 健 
 

Professor 
教授（併任） 
 

 Kenya Shimada 
島田 賢也 
 

Professor 
教授（併任） 
 

 Taichi Okuda 
奥田 太一 
 

Professor 
教授（併任） 
 

 Tsuyoshi Yoshida 
吉田 毅 
 

Professor 
教授（併任） 
 

 Anri Nakajima 
中島 安理 
 

Associate Professor  
准教授 

 Hiroaki Hanafusa 
花房 宏明 
 

Associate Professor  
准教授（併任） 

 Mamoru Sasaki 
佐々木 守 

Associate Professor 
准教授（併任） 
 

 Koichi Matsuo 
松尾 光一 
 

Associate Professor 
准教授（併任） 
 

 Ryo Yokogawa 
横川 凌 
 

Assistant Professor 
助教 

 Tomomi Ishikawa 
石川 智己 
 

Assistant Professor (Special Appointment) 
特任助教 
 

 
 
 

Interdisciplinary Research Division  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
異分野融合研究部門  

 

 

 Suguru Kameda 
亀田 卓 
 

Professor 
教授 
 

 Masakazu Iwasaka 
岩坂 正和 
 

Professor 
教授 
 

 Hiroki Nikawa 
二川 浩樹 
 

Professor 
教授（併任） 
 

 Koichi Kato 
加藤 功一 
 

Associate Director and Professor 
副研究所長, 教授（併任） 
 

 Mikihito Kajiya 
加治屋 幹人 
 

Professor 
教授（併任） 

 Wataru Nomura 
野村 渉 
 

Professor 
教授（併任） 
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 Kazuhiro Tsuga 
津賀 一弘 
 

Professor 
教授（併任） 

 Kouji Arihiro 
有廣 光司 
 

Professor 
教授（併任） 

 Morihito Okada 
岡田 守人 
 

Professor 
教授（併任） 

 Idaku Ishii  
石井 抱 
 

Professor 
教授（併任） 
 

 Akio Kuroda 
黒田 章夫 
 

Professor 
教授（併任） 

 Seiji Kawamoto 
河本 正次 
 

Professor 
教授（併任） 

 Takeharu Haino 
灰野 岳晴 
 

Professor 
教授（併任） 

 Akio Kimura 
木村 昭夫 
 

Professor 
教授（併任） 

 Tetsushi Koide 
小出 哲士 
 

Associate Professor 
准教授 
 

 Masataka Miyake 
三宅 正尭 

Associate Professor 
准教授 
 

 Yuhki Yanase  
柳瀬 雄輝 
 

Associate Professor  
准教授（併任） 

 Takeshi Ikeda 
池田 丈 
 

Associate Professor 
准教授（併任） 

 Kenta Kuroda 
黒田 健太 
 

Associate Professor  
准教授（併任） 

 Xia Sijie 
夏 斯傑 
 

Assistant Professor (Special Appointment) 
特任助教 
 

 Research Suport and Facilities Operation Office 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
研究支援・設備運営室 

 
 Tetsuo Tabei 

田部井 哲夫 
Associate Professor (Special Appointment) 
特任准教授 
 

 Yoshiteru Amemiya 
雨宮 嘉照 
 

Assistant Professor (Special Appointment) 
特任助教 
 

https://seeds.office.hiroshima-u.ac.jp/profile/ja.50cff32bc1b1365a520e17560c007669.html
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 Visiting Professor 
                  
客員教授 

   
 Yuji Miyahara 

宮原 裕二 
 

Visiting Professor 
客員教授 

 Ryo Miyake 
三宅 亮 
 

Visiting Professor 
客員教授 

 Shigeto Yoshida 
吉田 成人 

Visiting Professor 
客員教授 
 

 Yasuyuki Shirai 
白井 泰雪 

Visiting Professor 
客員教授 
 

 Yumi Aoyama 
青山 裕美 

Visiting Professor 
客員教授 
 

 Xia Xiao 
肖 夏 

Visiting Professor 
客員教授 
 

 Carl-Mikael Zetterling Visiting Professor 
客員教授 
 

 Hideki Murakami 
村上 秀樹 
 

Visiting Professor 
客員教授 
 

 
 

Hiroshi Oguma 
小熊 博 
 

Visiting Professor 
客員教授 
 

 Kazuhito Matsukawa 
松川 和人 

Visiting Professor 
客員教授 
 

 Izumi Ono 
大野 泉 

Visiting Professor 
客員教授 
 

 Takamaro Kikkawa 
吉川 公麿 
 

Visiting Professor 
客員教授 

 Uchimaru Kouki 
内丸 幸喜 
 

Visiting Professor 
客員教授 

 Hiroshi Watanabe 
渡辺 浩志 
 

Visiting Professor 
客員教授 

 
 

Seiji Arima 
有馬 靖二 
 

Visiting Professor 
客員教授 
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 Visiting Lecturer 
                                                
客員講師 

   

     
 Declan O'Loughlin 

 
 

Visiting Lecturer 
客員講師 
 

 Hang Song 
宋 航 
 

Visiting Lecturer 
客員講師 
 

  
 Researcher 

                                                
研究員 

   

     
 Kyouji Mizuno 

水野 恭司 
Researcher, ARIM 
マテリアル先端リサーチインフラ研究員 
 

 Hiroki Sakamoto 
坂本 弘樹 

Researcher, ARIM 
マテリアル先端リサーチインフラ研究員 
 

 Tatsuya Meguro 
目黒 達也 

Researcher 
研究員 
 

 Junichi Tsuchimoto 
土本 淳一 

Researcher 
研究員 
 

 Alam Md Iftekharul Researcher 
研究員 
 

 Sho Suzuki 
鈴木 翔 

Researcher 
研究員 
 

 Kuhakongkiat 
Nawaphorn 

Researcher 
研究員 
 

   
 Visiting Researcher  

                                                
客員研究員 

  
 Hiroshi Sezaki 

瀬崎 洋 
Visiting Researcher, Phenitec Semiconductor Corporation 
客員研究員, フェニテックセミコンダクター(株) 
 

 Seiji Ishikawa 
石川 誠治 

Visiting Researcher, Phenitec Semiconductor Corporation 
客員研究員, フェニテックセミコンダクター(株) 
 

 Tomonori Maeda 
前田 知徳 
 

Visiting Researcher, Phenitec Semiconductor Corporation 
客員研究員, フェニテックセミコンダクター(株) 
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 Jun Kamata 
鎌田 潤 

Visiting Researcher, Mitsui Chemicals Incorporated 
客員研究員, 三井化学(株) 
 

 Yasuhisa Kayaba 
茅場 靖剛 

Visiting Researcher, Mitsui Chemicals Incorporated 
客員研究員, 三井化学(株) 
 

 Takeshi Kumaki 
熊木 武志 

Visiting Researcher, Department of Electronics and Information 
Engineering, College of Science & Enginnering, Ritsumeikan University 
客員研究員, 立命館大学理工学部電子情報工学科 
 

 Kenji Sakamoto 
坂本 憲児 

Visiting Researcher, Graduate School of Computer Science and Systems 
Engineering, Kyushu Institute of Technology  
客員研究員, 九州工業大学 大学院情報工学研究院 
 

 Hiromasa Watanabe 
渡邉 礼方 

Visiting Researcher, S-Takaya Electronics Industry Corporation 
客員研究員, エスタカヤ電子工業(株) 
 

 Atsushi Iwata 
岩田 穆 

Visiting Researcher, A-R-Tec Corporation 
客員研究員, (株)エイアールテック 
 

 Yositaka Murasaka 
村坂 佳隆 

Visiting Researcher, A-R-Tec Corporation 
客員研究員, (株)エイアールテック 
 

 Toshifumi Imamura 
今村 俊文 

Visiting Researcher, A-R-Tec Corporation 
客員研究員, (株)エイアールテック 
 

 Tomoaki Maeda 
前田 智晃 

Visiting Researcher, A-R-Tec Corporation 
客員研究員, (株)エイアールテック 
 

 Masahiro Ono 
小野 将寛 

Visiting Researcher, A-R-Tec Corporation 
客員研究員, (株)エイアールテック 
 

 Kazuyoshi Nishino 
西野 和義 

Visiting Researcher, Shimadzu Corporation 
客員研究員, (株)島津製作所 
 

 Odagawa Masayuki 
小田川 真之 

Visiting Researcher, Cadence Design Systems, Japan 
客員研究員, 日本ケイデンス・デザイン・システムズ社 
 

  
 Education and Research Coordination Staff 

                                                
教育研究推進員 

  
 Shinji Yamada 

山田 真司 
Education and Research Coordination Staff 
教育研究推進員(マテリアル先端リサーチインフラ) 
 

 Kazushi Okada 
岡田 和志 

Education and Research Coordination Staff 
教育研究推進員(マテリアル先端リサーチインフラ) 
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 Education and Research Support Staff                                                 
教育研究補助職員 

  
 Junko Hinohara 

樋原 純子 
 

Education and Research Support Staff 
教育研究補助職員(マテリアル先端リサーチインフラ) 
 

 Nobumasa Arai 
新井 信正 

 

Education and Research Support Staff 
教育研究補助職員 
 

 Tomomi Hirono 
廣野 友美 
 

Education and Research Support Staff 
教育研究補助職員 
 

 Mami Hosoba 
細羽 真美 
 

Education and Research Support Staff 
教育研究補助職員 
 

 Akira Maruyama 
丸山 明 
 

Education and Research Support Staff 
教育研究補助職員 
 

 Yutaka Wakamiya 
若宮 豊 
 

Education and Research Support Staff 
教育研究補助職員 
 

 Hirotsugu Kamide 
上出 浩嗣 
 

Education and Research Support Staff 
教育研究補助職員 
 

 Yoshihiro Seiki 
清木 嘉裕 

Education and Research Support Staff 
教育研究補助職員 
 

 Tetsuya Fujitani 
藤谷 哲也 

Education and Research Support Staff 
教育研究補助職員 
 

 Kaori Mae 
前 加織 

Education and Research Support Staff 
教育研究補助職員 
 

 Akiko Aso 
麻生 明子 

Education and Research Support Staff 
教育研究補助職員 
 

  
 Supporting Staff                                                 

支援スタッフ 
 Souichi Daigo 

太呉 壮一 
Chief Manager 
グループリーダー 
 

  

 Tarou Suehiro 
末広 太朗 

Assistant Chief Manager 
副グループリーダー 
 

 Kazuna Hidaka 
日高 一奈 

Chief (General Affairs) 
主査（総務担当） 
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 Kazuhiko Hasegawa 
長谷川 和彦 

Chief (Administrative Affairs) 
主査（事務担当） 
 

 Chiaki Ashihara 
葦原 千秋 

Contract General Staff 
契約一般職員 
 

 Naoko Nakatani 
中谷 尚子 

Contract General Staff 
契約一般職員 
 

 Izuko Kushida 
串田 何子 

Contract General Staff 
契約一般職員 
 

 Kumiko Mitani 
三谷 久美子 

 

Contract General Staff 
契約一般職員 
 

 Aki Maki 
牧 亜紀 

Contract General Staff 
契約一般職員 
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3. Executive Committee Members of Research Institute for 
Semiconductor Engineering (RISE) 

                                                                                  

半導体産業技術研究所運営委員会委員 

 
Akinobu Teramoto 
寺本 章伸 
 

Director and Professor 
研究所長・教授 

RISE 
半導体産業技術研究所 

Shin-Ichiro Kuroki 
黒木 伸一郎 
 

Associate Director and 
Professor 
副研究所長・教授 

RISE 
半導体産業技術研究所 

Koichi Kato 
加藤 功一 
 

Associate Director and 
Professor 
副研究所長・教授 

Graduate School of Biomedical and Health Sciences 
医系科学研究科（歯） 
 

Masakazu Iwasaka 
岩坂 正和 
 

Professor 
教授 

RISE 
半導体産業技術研究所 

Suguru Kameda 
亀田 卓 
 

Professor 
教授 

RISE 
半導体産業技術研究所 

Hideki Gotoh 
後藤 秀樹 
 

Professor 
教授 

RISE 
半導体産業技術研究所 

Seiichiro Higashi 
東 清一郎 
 

Professor 
教授 

Graduate School of Advanced Sciences and Engineering 
先進理工系科学研究科 

Minoru Fujishima 
藤島 実 
 

Professor 
教授 
 

Graduate School of Advanced Sciences and Engineering 
先進理工系科学研究科 

Shuhei Amakawa 
天川 修平 
 

Professor 
教授 

Graduate School of Advanced Sciences and Engineering 
先進理工系科学研究科 

Akio Kuroda 
黒田 章夫 
 

Professor 
教授 

Graduate School of Integrated Sciences for Life 
統合生命科学研究科 

Yoshihiro Kuroiwa 
黒岩 芳弘 
 

Professor 
教授 

Graduate School of Advanced Sciences and Engineering 
先進理工系科学研究科 

Idaku Ishii 
石井 抱 
 

Professor 
教授 

Graduate School of Advanced Sciences and Engineering 
先進理工系科学研究科 

Hiroki Nikawa 
二川 浩樹 
 

Professor 
教授 
 

Graduate School of Biomedical and Health Sciences 
医系科学研究科（歯） 

Anri Nakajima 
中島 安理 
 

Associate Professor 
准教授 
 

RISE 
半導体産業技術究所 

Tetsushi Koide 
小出 哲士 

Associate Professor 
准教授 
 

RISE 
半導体産業技術究所 

Masataka Miyake 
三宅 正尭 

Associate Professor 
准教授 
 

RISE 
半導体産業技術研究所 

Akira Sugimoto 
杉本 暁 

Associate Professor 
准教授 
 

Graduate School of Advanced Sciences and Engineering 
先進理工系科学研究科 
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4. Joint Usage and Joint Research Committee Members of 
Research Institute for Semiconductor Engineering (RISE) 

                                                                                  

半導体産業技術研究所 共同利用・共同研究委員会委員 

 
Suguru Kameda 
亀田 卓 

Chairperson and Professor 
委員長・教授 

RISE 
半導体産業技術研究所 

Seiichiro Higashi 
東 清一郎 

Professor 
教授 

Graduate School of Advanced Sciences and 
Engineering 
先進理工系科学研究科 

Noriharu Suematsu 
末松 憲治 

Professor 
教授 

Research Institute of Electrical Communication 
東北大学電気通信研究所 

Katsunori Makihara 
牧原 克典 

Professor 
教授 

Graduate School of Engineering Electronics 
名古屋大学大学院工学研究科 
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5. Research Divisions of Research Institute for Semiconductor 
Engineering (RISE)                       
半導体産業技術研究所の研究部門 

 
The Research Institute for Semiconductor Engineering 
On April 1, 2024, the institute was reorganized as the Research Institute for Semiconductor 

Engineering to build upon its accumulated strengths and to establish a comprehensive and integrated 
framework for research and development across the field of semiconductor industrial technologies. 

The newly established institute consists of three core research divisions and one administrative 
support office: 
• The Semiconductor Strategic Research Division 
• The Nano Device Research Division 
• The Interdisciplinary Research Division 
• The Research Support and Facilites Operation Office 
 
本研究所は、2024年4月1日に、これまで培ってきた強みを活かすとともに半導体の産業技術に関

する分野を俯瞰して一気通貫で研究・開発を進めていく体制とするため、半導体産業技術研究所

に改組しました。半導体産業技術研究所は、半導体戦略研究部門、ナノデバイス研究部門、異分

野融合研究部門の3つの研究部門と研究支援・設備運営室からなります。 
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 5.1   Nano-Device Research Division 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ナノデバイス研究部門 
 

At the Nano-Device Research Division we focus the research on nanodevices, Semiconductor Production System, and 
Integrated Circuits. The outlines of researches at the Nano-Device Research Division are as follows. 
ナノデバイス研究部門では、ナノデバイス、半導体生産方式、集積回路、に関する研究を行っている。ナノデバ

イス研究部門における研究の主なものの概要を紹介する。 

 

 

 

 

【半導体生産方式研究分野】 
Semiconductor Production System Research Field 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

教授 寺本 章伸 
Prof. Akinobu Teramoto 

容量センサを用いたマイクロ LED の非
接触センサ 
Non-contact sensor for micro-LEDs using 
a capacitive sensor 

A non-contact sensor for micro-LEDs was realized using a 
capacitance sensor EPIS (electrical picture inspection 
system) fabricated by a semiconductor CMOS process. By 
irradiating a micro-LED with suitable wavelengths light and 
measuring the photoelectrically converted voltage, a fast and 
accurate evaluation has become possible. 

半導体 CMOS プロセスで作製した容量センサ EPIS 
(Electrical picture inspection system)を用いてマイクロ
LEDの非接触センサを実現した。マイクロ LEDに所望の
光源で光を照射し光電変換した電圧を測定することによ
り、高速で正確な評価が可能になった。 

図 (a) 測定装置の外観 (b)測定装置のブロック図 

Figure (a) External appearance of the measurement device 
(b) Block diagram of the measurement device 

教授 寺本 章伸 
Prof. Akinobu Teramoto 

ルテニウムの選択成長技術 
Selective growth of ruthenium 

 Selective growth technique of ruthenium have been studied 
using atomic layer deposition. By coating an inhibitor on a 
substrate with a silicon oxide and a tungsten line-and-space 
pattern, ruthenium were able to be selectively grown only on 
tungsten. 

原子層堆積法を用いて、ルテニウムの選択成長技術の
研究を行っています。シリコン酸化膜とタングステンのライ
ンアンドスペースパターンを形成した基板上に阻害剤を塗
布することにより、タングステン上にだけルテニウムを選択
成長させることができました。 

阻害剤を塗布した基板上のルテニウム原子成長工程後の(a) 

断面模式図,(b) SEM 像,(c)Ru-L,(d)O-K の EDX マッピング 

(a) Cross sectional schematic, (b) SEM image, and EDX 
mappings of (c) Ru-L, (d) O-K after ruthenium atomic layer 
deposition on the inhibitor coated substrate. 
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反応性大気圧熱プラズマジェット（R-TPJ）に

よるフォトレジストの超高速エッチング 
Ultra-fast Etching of Photoresist by Reactive-Thermal 
Plasma Jet (R-TPJ) 

教授 東清一郎 (併任) 
Prof. S. Higashi 

 Ar に O
2
添加した反応性大気圧熱プラズマジェット（R-TPJ）

に よるフォ ト レジス トエ ッチング時の温度を Optical 
Interference Contactless Thermomety : OICT により計測し、
ミリ秒加熱温度とエッチングレートとの相関を明らかにした。 
この知見に基づき、84 µm/s の超高速エッチングを実現し
た。 

OICT により計測した R-

TPJ 照射時のフォトレジ

ストおよびシリコンウエハ

温度の時間変化． 

Transient variation of 
photoresist and silicon 
wafer temperature 
observed by OICT. 

R-TPJ 放電電流に対す

るフォトレジスト表面到

達温度とエッチングレー

ト． 

Maximum 
temperature of 
photoresist surface 
and etching rate with 
respect to the R-TPJ 
discharge current. 

 Optical Interference Contactless Thermometry (OICT) has 
been applied to measure transient temperature variation of 
photoresist during reactive-thermal plasma jet (R-TPJ) 
irradiation. The highest etching rate of 84 µm/s has been 
achieved on the basis of the relationship between photoresist 
surface temperature and etching rate. 
K. Matsumoto, APEX 18 (2025) 016503. 

教授 寺本 章伸 
Prof. Akinobu Teramoto 

教授 寺本 章伸 
Prof. Akinobu Teramoto 

MTJ 素子におけるトンネル磁気抵抗のス
イッチング特性 
Switching characteristics of tunnel 
magneto resistance in MTJ devices 

 During the switching operation of magnetic tunnel junction 
(MTJ) devices, an intermediate state may appear between 
the low and high resistance states of tunnel magneto 
resistance. When compared at the same voltage, a higher 
probability of the intermediate states resulted in a higher 
Write Error Rate (WER). 

Magnetic Tunnel Junction (MTJ)素子のスイッチング動作
時に、トンネル磁気抵抗の低抵抗状態と高抵抗状態の間
に中間状態が現れる場合があります。同じ電圧で比較した
際に、中間状態の出現確率が高いと Write Error Rate 
（WER)が高くなりました。 

中間状態の出現確率が低い場合の(a)読み出し電圧時の

抵抗(R@0.06V),(b)WER, 高い場合の(c)R@0.06V,(d)WER 

(a) Resistance at read voltage (R@0.06V), (b) WER for low 
probability of intermediate states, and (c) R@0.06V, (d) 
WER for high probability of intermediate states. 

硫黄蒸気アニールによる溶液プロセスを
用いた MoS

2
薄膜の欠陥抑制 

Defect Passivation in Solution Processed 
MoS₂ Films via Sulfur Annealing 

 Two-dimensional (2D) MoS₂ films fabricated on Si₃N₄ surfaces using 
solution process with various precursor concentrations, followed by sulfur 
vapor annealing at 700

0
 C, exhibit well defined layered structures with an 

S/Mo composition ratio of 2:1. Compared to Ar-annealed films, sulfur 
annealing significantly suppresses oxidation and enhances film quality. 

Si
3
N

4
上に 2 次元 MoS

2
膜を様々なプリカーサー濃度の溶

液プロセスにて作製し、700℃硫黄蒸気アニールを行うと
S/Mo 組成比 2:1 の良好な層構造を示します。Ar アニール
と比較して、硫黄アニールは酸化を著しく抑制し、膜質を
向上させます。 

Ar,硫黄蒸気アニール後の MoS2 薄膜(a),(b)S/Mo 組成

比、(c),(d)HRTEM 断面像、層間距離 0.63nm,0.65nm 
(a), (b) S/Mo composition ratios, and (c), (d) cross-sectional 
HRTEM images of MoS₂ films annealed in Ar and sulfur 
vapor, with interlayer distances of 0.63 nm and 0.65 nm, 
respectively. 

(d) 

(c) 
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教授 黒木伸一郎 
Prof. Shin-Ichiro Kuroki 

図 ナノワイヤ構造の透過電子顕微

鏡像とフラーレンの分布. 

Fig. TEM of micrograph of  
nanowire and PCBM distribution. 

図 C-V 特性.  

Fig. C-V characteristics. 

図 ナノスケールドットとナノ 

ワイヤ構造の SEM 像. 

Fig. SEM micrographs of 
nanoscale dots and nanowires. 

図 ZEP520a と PCBM. 
Fig. ZEP520a and PCBM. 

簡便に高集積有機ナノサイズデバイスを作製するた
めに、有機電子線レジストにフレーレンを混合した
材料を開発しています。電気伝導性の有機ナノドッ
トや有機ナノワイヤ構造を電子線露光と現像のみの
プロセスで作製できます。 

Fullerene-incorporated electron beam (EB) organic resists 
are developed to realize high integration of nanometer 
lateral-scale organic electronic devices. The structures of 
nanoscale dots and nanowires having electrical conductivity 
are able to be fabricated with a simple fabrication process 
of only EB exposure and development. 

有機ナノデバイスのための電気伝導性 
フラーレン混合有機レジスト 
Fullerene-containing electrically conducting 
electron beam resist for organic nanodevices 
准教授 中島安理 
Associate professor Anri Nakajima 

ナノスケール有機 EL デバイスのための Alq
3

混合電子線レジスト 
Alq3-Containing Electron Beam Resists 
Nanometer-Scale for Organic EL Devices 
准教授 中島安理 
Associate professor Anri Nakajima 

Alq
3
混合電子線レジストの(a)薄膜の SEM 像、(b)電子線露光及び現

像後のドット構造発光層の光学顕微鏡像、(c)薄膜構造からのエレクト

ロルミネッセンス(EL)、(d)ナノサイズ有機 EL デバイスの概観。 
(a) SEM image of a thin film, (b)optical microscopy image of  dot 
structure after electron beam exposures and development, (c) 
electroluminescence (EL) from a thin film, (d) schematic image of  a 
nanosize EL device. These structures use Alq3-containing EB resist. 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

2µm 

電子線レジストに導電性の発光性有機分子を混合する事
により、露光と現像のみの簡単なプロセスを用いて、ナノメ
ータースケールで基板面内方向のサイズと位置を制御し
た有機 El デバイスを実現するための技術を開発してま
す。 
A simple method only using electron beam (EB) exposure 
and development is developed for fabricating current-
drivable light-emitting organic devices with lateral sizes 
and positions on the nanometer scale. The method uses 
light emitting molecule-incorporated EB organic resists.  

准教授 花房宏明 （併任） 
Assoc. Prof. Hiroaki Hanafusa 
 

半導体最表面の欠陥構造と金属コンタクト
の研究 
Research on defect structure and metal 
contacts on the surface of semiconductors 

超高温環境下でも電極表面の平坦性を維持しな

がら低いコンタクト抵抗率を示す 
The electrode surface maintains flatness while 
exhibiting low contact resistivity, even under very 
high-temperature conditions. 

We are conducting research on "SiCA," a novel 
ohmic contact formation technology for SiC 
semiconductors that does not require metal layer 
annealing. Experimental results have demonstrated 
that the ohmic contact remains stable even at elevated 
temperatures of up to 1000℃. 

電極金属のシリサイド化アニールを不要とする
SiC 半導体の新たなオーミックコンタクト形成技術 
“SiCA” の研究を推進している。SiC 半導体の極
表面に原子レベルの変質層が形成されており、
1000℃の高温環境下でもオーミックコンタクト特性
が維持されていることを明らかにしている。 
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【ナノデバイス研究分野】 

Nano Device Research Field  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

シリコンカーバイド（SiC)半導体を用いた極限環境用集積
回路の研究を進めている。4H-SiC CMOS 集積回路の研
究を進めた。特に SiC SRAM の特性評価などを進め、本
成果は IEEE Electron Device Lett.などで発表した。本研
究は産総研、量研機構、スウェーデン王立工科大との共同
研究として進めている。 

 Research on SiC harsh environment electronics has been 
carried out. 4H-SiC CMOS circuits were fabricated and 
demonstrated. This research is carried out under the 
collaboration with AIST QST, KTH Royal Institute of  
Technology, Sweden. 

4H-SiC SRAM とハーフセルインバータの動作 

4H-SiC and Half-Cell Invertor’s output characteristics 

シリコンカーバイド極限環境エレクト
ロニクス: CMOS 集積回路  
SiC CMOS Integrated Circuits 
教授 黒木伸一郎 
Prof. Shin-Ichiro Kuroki 

4H-SiC 4×4 APS アレイとデコーダ回路 

4H-SiC 4×4 APS and decode circuits 

フルSIC耐放射線UVイメージセンサの研究   
Radiation-Hardened Full-SiC UV 

PixelDevices 

教授 黒木伸一郎 
Prof. Shin-Ichiro Kuroki 

今後のデブリ取り出しなどを見据え、フォトダイオードも
SiC で作製したフル SiC UV（紫外光）イメージセンサを提案
し、実証研究を進めている。64 画素イメージセンサ動作を
実証し、また周辺回路としてデコーダ回路などの研究を進
めた。本成果は Appl. Phys. Express 誌などで発表した。 
本研究は産総研、量研機構、F-REI 福島国際研究教育機
構との共同研究として進めている。 

Full SiC pixel devices for a radiation hardened UV image 
sensors had been demonstrated. These results were reported 
at Appl. Phys. Express. This research has been carried out 
under the collaboration with AIST, QST and F-REI Japan. 

SiGe 混晶の原子配列解明に関する研究 
Study on Atomic Arrangement of SiGe 

助教 横川 凌 
Assist. Prof. Ryo Yokogawa 

放射光 X 線逆格子マッピング結果：(a)バルク SiGe(32%)、(b) 

Si。SiGe では独特な散漫散乱が観測され原子配列が完全に

ランダムではないことを示唆している。 

Synchrotron radiation X-ray reciprocal lattice mapping : (a) 
bulk SiGe (32%) and (b) Si. SiGe exhibits unique diffuse 
scattering, suggesting that the atomic arrangement is not 
completely random. 

(a) Bulk SiGe (Ge: 32%) (b) Si

(h 0 0)

(0
 0

 l)

Center
(0 3 0)

 Research on the atomic arrangement of SiGe alloys, which 
are expected to be used in next-generation transistors and 
thermoelectric devices, has been carried out. As a result of 
analysis using synchrotron radiation X-rays and Raman 
spectroscopy, Si and Ge atoms are not distributed randomly 
and tend to aggregate with same atoms. 

 次世代トランジスタ、熱電発電デバイス応用に期待されて
いる SiGe混晶の原子配列解明に関する研究を行っている。
放射光 X 線、ラマン分光法の分析結果、完全にランダムで
原子が配列しているのではなく、比較的同原子で構成され
ている傾向を捉えた。 
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Fabric 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si カンチレバー構造作製プロセスの研究 
Fabrication method of Si cantilever structures 
for MEMS sensors  
 

SiC Gate Driver Circuits回路 
4H-SiC Gate Driver Circuits 

シリコンカーバイド（SiC)半導体を用いた極限環境用集積
回路の研究を進めている。EV 用集積回路の研究を進め、
３00℃駆動および信頼性評価を進めた。本成果は IEEE 
IEEE Journal of the Electron Devices Soc.などで発表した。
本研究はフェニテックセミコンダクター(株)との共同研究と
して進めている。 

 4H-SiC Gate driver circuits for EV’s power module were 
investigated. 300℃ operation and the reliability at high 
temperature have been investigated. This research is carried 
out under the collaboration with Phenitec Semiconductor 
Co. Ltd., Japan. 

教授 黒木伸一郎 
Prof. Shin-Ichiro Kuroki 

シリコンカーバイド極限環境エレクトロニ
クス : 超高温用集積回路 SiC Integrated 
Circuits for High-Temperature Applications 

(左）半導体表面でスピンをイメージングした結果。(右）有効

磁場と光パワーとの関係。 

(Left)Spatial imaging of spins in a semiconductor surface. 
(Right) Estimated effective magnetic field as a fuction of 
input laper power. 

 To create IT devices with low energy consumption, 
electron-spin related optical properties have been studied in 
semiconductors. We have found an effective magnetic field 
induced by spin-orbit interaction in GaAsBi is Rashba type 
with a spatial imaging system developed to detect spin 
states. 

省エネルギーで動作する情報処理デバイスの実現をめざ
し、半導体における電子スピンの物性を解明している。スピ
ン状態を精密に評価するために、光を用いた空間イメージ
ングを可能とした。この手法を用いて、GaAsBi おけるスピ
ン効果の有効磁場が Rashba 型であることを明らかにした。 

化合物半導体における電子スピンが 
関連する光学物性の研究 
Electron-spin related optical properties in 
compound semiconductors 
教授 後藤秀樹 
Prof. Hideki Gotoh 

InP/InAs半導体ナノワイヤの発光ダイオードの構造図と発光

スペクトルおよび発光イメージ。 

Schematic of light emitting diode with InP/InAs NWs, 
emission spectrum, and optical image of light emission. 

 Fabrication technique and device functions of 
semiconductor nanowires (NWs) have been studied 
expecting novel three-dimensional nano-structures and 
useful optical functions. We have created p-i-n light-
emitting diodes with InP/InAs hetero-NWs and observed 
light emission in telecom wavelength (O-band). 

新しい 3 次元ナノ構造の形成と光学新機能の発現が期待
できる半導体ナノワイヤの作製と、デバイス機能の研究を
行っている。InP/InAs ヘテロナノワイヤを用いた pin 発光
ダイオードを作製し、通信波長帯（O-band）での発光の観
測に成功した。 

化合物半導体ナノワイヤの作製とデ
バイス機能の研究 
Fabrication and device functions with 
semiconductor nanowires (NWs) 
教授 後藤秀樹 
Prof. Hideki Gotoh 
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機能性分子-天然高分子複合体の模式図 

Schematic illustration of functional compound-natural 
polymer complexes 

  We succeeded the water-solubilization of hydrophobic 
functional compounds using polysaccharides or 
polypeptides as solubilizing agents. Using these 
complexes, we develop drugs and functional materials. 

 我々は多糖やポリペプチドを可溶化剤として用いて疎
水性の機能性化合物を水溶化することに成功した。これ
らの複合体を用いて、薬剤や機能性材料の開発を目指
す。 

天然高分子による疎水性化合物の水溶化 
Water-solubilization of hydrophobic 
compounds using natural polymers 
教授 池田 篤志 （併任）
Prof. Atsushi Ikeda 

ナノサイズのクラスター・粒子状物質を合成し、ガス中に
浮遊、堆積させて、有用な構造・組成をもつ薄膜、粒子、
およびそれらの複合物を創製する研究を行っている。ナ
ノサイズ物質が汚染物質として表面付着したときの影響も
検討している。
 Preparation of thin-films, particles, and their composites 
having useful structure and composition is being studied by 
synthesizing nano-sized clusters and particulate matter 
suspended in gases and depositing them in the gas phase. 
The effects of surface deposition of nanoobjects as 
contaminants are also being investigated. 

ナノ物質の堆積による材料創製と表面汚染 
Material Fabrication and Surface  
Contamination by Deposition of Nanoobjects 

教授 島田 学 （併任） 
Prof. M. Shimada 

実験で得られた自己エネルギーの実部と虚部。 
Real and imaginary parts of the self-energy 
obtained in the experiment. 

Y. Miyai et al., Phys. Rev. Research 7, L012039 (2025).

新たな解析手法を開発して、放射光や紫外線レーザーを用いた高分解
能角度分解光電子分光を行い、銅酸化物超伝導体の奇妙な金属状態の
性質を反映する「自己エネルギー」の全貌を初めて可視化しました。 

We have developed a new analytical method and performed 
high-resolution angle-resolved photoemission spectroscopy 
using synchrotron radiation and ultraviolet lasers to visualize 
for the first time the full picture of the “self-energy” that 
reflects the nature of the strange metallic state of cuprate 
superconductor. 

銅酸化物超伝導体の電子状態 
Electronic states in cuprate superconductor 

教授 島田賢也 (併任) 
Prof. Kenya Shimada 

CVD プロセスで合成した複合ナノ粒子薄膜 (a)、薄膜の触媒性
能 (b)、性能向上のメカニズム (c)  
Composite nanoparticle thin film synthesized by a CVD process (a), 
catalytic performance of the thin film (b), and mechanism of 
performance enhancement (c) 
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Detectability versus patient age and breast density scores 

広島大学病院にて摘出された乳がん組織の検出能を評
価した。脂肪性乳腺では検出率は高いが、不均一高濃度
では検出率が低下することが明らかになった。年齢につ
いて顕著な依存性はなかった。本研究は、広島大学病院、
東京科学大学（東京工業大学）、天津大学、トリニティ
カレッジダブリンとの共同研究の成果である。 
A portable microwave imaging device was developed and a 
clinical test was conducted at Hiroshima University Hospital. 
High detectability is observed for fatty and extremely high 
dense breasts but low detectability is observed for 
heterogeneously dense breasts. The paper was published in 
IEEE Trans. Bio. Med. Eng. 2024 

教授 吉川公麿 (客員) 
Professor Takamaro Kikkawa 

マイクロ波イメージング乳がん検出技術 
Breast Cancer Detection Using 
Microwave Imaging 

マイクロ流路デバイスによるタンパク質が生体膜と相互作用する

際の動的な構造変化の可視化と、応用研究が期待される疾患・

抗菌・物質輸送などに関わる様々な生命現象 

Visualization of dynamic structural changes when proteins 
interact with bio-membranes using microfluidic devices, and 
application research into various biological phenomena 
related to diseases, antibacterial properties, and substance 
transport. 

Hashimoto & 
Matsuo (2024 
Anal. Chem., 
96, 10524. 

A microfluidic device that can efficiently mix protein and 
membrane solutions was developed. By installing this 
device into synchrotron radiation circular dichroism 
instrument, the dynamic structural changes occurring when 
proteins interact with membranes were visualized over a 
wide time range, from milliseconds to minutes. 

タンパク質溶液と生体膜溶液を、低容量でかつ効率よく混
合できるマイクロ流路デバイスを開発し、放射光円二色性
装置に設置することで、タンパク質が生体膜と相互作用す
る際の動的な構造変化を、ミリ秒～分の幅広い時間領域
で可視化することに成功した。 

放射光円二色性による蛋白質の動的構造観測 
Observation of Protein Structural Dynamics using 
Synchrotron Radiation Circular Dichroism 

准教授 松尾光一 (併任) 
Assoc. Prof. Koichi Matsuo 

(A)天然構造と膜結合構造の円二色性スペクトル(B)膜結合構造の直

線二色性スペクトル。 (C) (1,3) 1-60 番目のアミノ酸領域と(2,4) 96-140

番目のアミノ酸領域の生体膜との相互作用についての MD シミュレー

ションの結果 
(A) Circular dichroism spectrum of the native and membrane-bound 
states. (B) Linear dichroism spectrum of the membrane-bound states. 
(C) MD simulation for the membrane interactions of  (1,3) the 1

st

 to 
60

th
 amino acid region of αS and (2,4) the 96

th
 to 140

th
 amino acid 

 

Imaura, Kawata, 
Matsuo (2024 
Langmuir, 40, 
20537. 

Combining synchrotron radiation circular dichroism and 
linear dichroism spectroscopy with molecular dynamics 
simulations, we clarified the molecular structure of a-
synuclein which forms on the vesicle membrane within 
nerve cells just before transforming into "amyloid fibrils 
(aggregates)." 

放射光を利用した円二色性分光法および直線二色性分
光法による実験と、分子動力学シミュレーションによる理
論計算を組み合わせることで、αシヌクレインが、神経細
胞内の小胞膜上で“アミロイド線維（凝集体）”に変化する
直前に形成する分子構造を明らかにした。 

生理的環境下における a シヌクレインの構造解析 

Characterization of α-Synuclein conformation 
under the Mimic Physiologic Condition 

准教授 松尾光一 (併任) 
Assoc. Prof. Koichi Matsuo 
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【集積回路研究分野】 

Integrated Circuits Research Field 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300GHz帯CMOSフェーズドアレイトランシーバによる高速無線

伝送実験 
High-Speed Wireless Transmission Experiment Using a 300-GHz Band 
CMOS Phased Array Transceiver 

In pursuit of next-generation ultra-high-speed and energy-efficient 
wireless communication, we are researching sub-terahertz phased array 
wireless communication technology. By utilizing CMOS integrated 
circuits for two-dimensional beamforming, we can dynamically control 
beam directionality while maximizing energy efficiency. Our current goal 
is to achieve 100-gigabit-per-second-class wireless transmission over a 
100-meter communication distance, paving the way for the fundamental 
technology of future wireless communication systems. 

次世代の超高速・高効率な無線通信を実現するため、サブテ
ラヘルツ帯のフェーズドアレイ無線通信技術の研究に取り組
んでいる。CMOS 集積回路を用いた 2 次元ビーム制御技術に
より、指向性を自在に操りながら高いエネルギー効率を実現
する。現在、100 メートルの通信距離で毎秒 100 ギガビット級
のデータ伝送を目指しており、次世代ワイヤレス通信の基盤
技術としての応用を視野に入れている。 

テラヘルツ波デバイス基盤技術の研究 
Study on Fundamental Technologies for 
Terahertz-Wave Devices 

教授 藤島 実 (併任) 
Prof. Minoru Fujishima 

逆問題に対する信号処理技術の構築 
Signal Processing Algorithms for Inverse 
Problems 

助教 石川智己（特任） 
Assist. Prof. T. Ishikawa 

 We develop and validate fast, robust algorithms for 
inverse problems, such as those in computed tomography 
and random telegraph signal processing. 

計算トモグラフィー（CT）による画像再構成やランダムテ
レグラフ信号（RTS）の処理を軸に、逆問題として定式化され
る課題への手法開発および実用性検証を行っている。CT
では電磁波等の散乱データから対象物の形状・電気特性
を推定、RTS 処理ではノイズに埋もれた複数の RTS 成分を
抽出・解析する。これらの手法を通じ、高速かつ頑健なアル
ゴリズムを設計し、実用化に向けた基盤を構築する。 

マイクロ波散乱トモグラフィによ

る画像(非誘電率分布)再構成

の数値シミュレーションの様子。 

A numerical simulation of the 
reconstruction (relative 
permittivity distribution) by 
computed tomography. 
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5.2 Interdisciplinary Research Division                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
異分野融合研究部門 

 
 At the Interdisciplinary Research Division, we focus our research on Bio-integration, Big-Data Science, 

Supramaterials Integration, and IOB. The outlines of researches at the Interdisciplinary Research Division are as 
follows. 
異分野融合研究部門では、バイオ融合、ビックデータサイエンス、超物質融合、IOB、に関する研究を行ってい

る。異分野融合研究部門における研究プロジェクトの主なものの概要を紹介する。 
 
 
 
 
 

 
【ビッグデータサイエンス研究分野】 
Big Data Science Research Field 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教授 藤島 実（併

任） 
   

 

教授 亀田 卓 
Professor Suguru Kameda 

ソフトウェア無線機 (USRP) を用いた同期 SS-CDMA の実装と実測

評価 (RISE  J イノベーション HUB 棟 3 階電波暗室内での実験) 
Implementation and evaluation of proposed synchronized SS-CDMA 
using software defined radio (USRP) 

We have investigated a synchronized spread-spectrum code 
division multiple access (SS-CDMA) wireless 
communication system that can simultaneously 
communicate with a large number of terminals by using 
high-precision time synchronization and high-accuracy 
positioning technologies. 

同期スペクトラム拡散・符号分割多元接続（同期 SS-
CDMA）に高精度時刻同期・測位技術を適用することで、
超多数の無線通信ノードが同一空間に存在する過密環
境下においてもチャネル間干渉なく多数端末から同時に
通信可能な無線通信システムを実証する。 

時空間同期による超多数同時接続 
無線 IoT の研究 
Massive Connect IoT 
Based on Space-time Synchronization 

図：大腸 NBI 内視鏡における診断支援のための End-to-End 病変識別

システム 

Fig. End-to-End Lesion Identification System for Diagnostic 

Support in Colon NBI Endoscopy. 

モデル構造 ＆ 学習方法 Transformer Encoderで全局的な特徴
を考慮し，全画面結果を予測

畳み込み層で局所的な特徴
を考慮し，異なる進行度領域を識別

大腸内視鏡検査において、定量的な推論結果を提示することで、医師

による診断のばらつきを低減するためのコンピュータ支援システム

を開発した。本システムは、NICE/JNET 分類に基づき、ディープラー

ニングを用いた病変エリア検出器と病変タイプ分類器を組み合わせ

た End-to-End の大腸がん病変同定 CAD システムである。 

We developed a computer-aided system to reduce variability in diagnoses by 
physicians during colonoscopic examinations by presenting quantitative 
inference results. This system is an End-to-End colorectal cancer lesion 
identification CAD system based on the NICE/JNET classification, 
combining a lesion area detector and lesion type classifier using deep 
learning.  

大腸内視鏡検査における病変領域検出と分類を 
行うリアルタイム全画面診断支援手法 
A Real-time full-screen diagnostic support method for 
lesion area detection and classification in colonoscopy 

准教授 小出哲士  Assoc.Prof. Tetsushi Koide 
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図：診断支援システム AAMS により抽出した皮丘・皮溝識別画像を用い

た皮表微細構造のグレード評価 

Fig. Grade evaluation of skin surface microstructure using 

images of skin ridges and folds identified by the diagnostic 

support system AAMS 

CNN SVR

ラベル：2.5

キメ解析画像
(628×753pixel) (224×224pixel)

パッチ画像 Support Vector Regression：SVR
Convolutional Neural Network：CNN

分類 回帰
Predict：2.60

・教師データをマルチラベルとして順序尺度を学習させる
・CNNの出力を新たな特徴量として、回帰モデルで連続値
・各パッチの出力を統合し、ヒートマップにより可視化

クラス ワンホット マルチラベル
0 [1,0,0,…] [0,0,0,…]

0.5 [0,1,0,…] [1,0,0,…]
1 [0,0,1,…] [1,1,0,…]

一様なキメ画像 まだらなキメ画像
・一様なキメ画像は概ね正解ラベルと
近い予測が可能

・まだらなキメ画像のような部分的に
キメが粗い場合、ラベルは高くつけら
れる傾向にあるため差が生じる

正解ラベルと予測値との誤差
「アレルギー性皮膚疾患の病態における発汗異常の解明と治療法の開発

」の研究成果であるAAMSでは、深層学習を用いた皮表画像のキメのグレ

ード分類を行う識別器を作成した。データ数やグレード枚数の偏りを改善

するために、キメの分類タスクに適したデータ拡張を実施した。13 クラス分

類モデルの連続値でのグレード分類が可能となった。一様なキメ画像に対

しては高精度の分類が可能となった。 

In the AAMS, a research project of “Elucidation of Sweating Abnormality in 
the Pathogenesis of Allergic Skin Diseases and Development of Treatment 
Methods,” a discriminator was created to perform grade classification of skin 
surface image using deep learning. To improve the bias in the number of data 
and the number of grade sheets, data expansion suitable for the classification 
task was performed. The 13-class classification model now allows for 
grading by continuous values.  Highly accurate classification is now 
possible for uniformly surface roughness images. 

アトピー性皮膚炎の診断支援に向けた深層学習を
用いた皮表微細構造のグレード評価手法の開発 
Development of a Grading Method for Skin Surface 
Microstructure Using Deep Learning to Support 
Diagnosis of Atopic Dermatitis 

准教授 小出哲士  Assoc.Prof. Tetsushi Koide 

衛星仰角に対するビット誤り率 BER のシミュレーション結果一例 

（青線：OTFS、橙線：OFDM、50 GHz、SCS 960 kHz） 
Example simulation result of Bit Error Rate (BER) as a function of 
satellite angle (Blue: OTFS, Orange: OFDM, 50 GHz, SCS 960 kHz) 
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To achieve a highly efficient and reliable wireless access 
control scheme for Low Earth Orbit (LEO) satellite 
communications, we have been developing a system model 
that applies Orthogonal Time Frequency Space (OTFS) 
modulation, which emphasizes robustness against delay and 
Doppler shift. We have also conducted an applicability 
evaluation considering the Doppler shift in LEO. 

地球低軌道（LEO）衛星通信における高効率・高信頼無線
アクセス制御方式を実現するため，変調方式に遅延及びド
ップラーシフトへの耐性を重視した直交時間周波数空間
（OTFS）変調を適用したシステムモデルの開発に取り組み，
LEO のドップラーシフトを考慮した適用可能性評価を実施． 

地球低軌道衛星通信における遅延・ドッ
プラー空間を用いた変調方式の研究 
Delay-Doppler Domain Modulation for Low 
Earth Orbit Satellite Communication 
准教授 三宅 正尭 
Associate Professor  Masataka Miyake 
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干渉抑圧型の通信方式（左）と適応型の電力割当（右）の評価 

Evaluation of interference mitigation (left) and power allocation (right)  
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As next-generation communication systems move towards 
higher capacity, advancements in high-frequency utilization 
and CF-mMIMO technology are progressing, yet frequent 
interference and high computational complexity remain 
challenges. This study focuses on developing interference 
mitigation and resource allocation techniques for CC-CF-
mMIMO to construct an adaptable and scalable system. 

次世代通信システムの大容量化に向け、高周波利用やセ
ルフリー大規模 MIMO 技術の高度化が進む中、頻繫な干
渉や高演算量が課題となる。本研究は、クラスタ中心セルフ
リー大規模 MIMO における干渉抑制とリソース制御技術を
開発し、適応性と拡張性を備えたシステム構築を目指す。 

クラスタ中心の CF-mMIMO システム 
における干渉・リソース制御の研究 
Interference Mitigation and Resource 
Allocation for CC-CF-mMIMO Systems 
助教 夏 斯傑 （特任） 
Assist. Prof. (Special Appointment) XIA SIJIE 
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【バイオ融合研究分野】 
Bio Integration Research Field 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

沖縄近海のサラサハゼ Amblygobius phalaena の体

表(上図)および脊髄神経周囲（下図）にみられたグ

アニン結晶 
Guanine crystals in the area of  spinal 

marrow of Amblygobius phalaena 

 Existence of guanine crystals was discovered in the area of  
spinal marrow of Amblygobius phalaena which was obtained 
in Okinawa district. 

沖縄近海のサラサハゼ Amblygobius phalaena のグア
ニン結晶は、その体表に分布する他、脊椎近傍の脊髄神
経周囲に存在することが明らかとなった。グアニン結晶が
中枢神経系の影響で形成するメカニズム解明の重要性が
示唆された。 

沖縄近海のサラサハゼのグアニン結晶の特性 

Novel property of guanine crystals 

in Amblygobius phalaena of Okinawa district 

教授 岩坂正和 
Prof. Masakazu  Iwasaka 

L8020 乳酸菌(a)のバクテリオシン Kog1(b)は、歯周病菌の

内毒素 LPS を不活性化させる作用がある(c)。 

Kog1(b), a bacteriocin produced by L. rhamunosus  L8020 
(a) inactivate the LPS produced by periodontal burdens (c). 

 Kog1, a bacteriocin produced by L. rhamunosus  L8020 
which suppress both cariogenic bacteria and periodontal 
burdens in oral cavity, inactivate the LPS produced by 
periodontal burdens. 

虫歯・歯周病を抑制する L8020 乳酸菌のバクテリオシン
Kog1 には、抗菌作用だけでなく、歯周病菌の内毒素 LPS
を不活性化させる作用がある。 

L８０２０乳酸菌のバクテリオシン 
Bacteriocin derived from L. rhamunosus 
L8020 

教授 二川浩樹 (併任) 
Professor Hiroki NIKAWA 

抗体アレイを用いた定量的サブセット分析の概要 

Overview of quantitative cell subset analysis using antibody array 
(Reprinted with permission from “Ogasawara T, Kato K. ACS Appl. Bio 
Mater. 2021, 4:7673–81”. Copyright 2021 American Chemical Society) 

An antibody microarray on which multiple antibodies are 
immobilized in an array format allows us to conduct the 
high-throughput analysis of cell surface markers. Recently 
we reported that the quantitative cell subset analysis can also 
be made using antibody microarray by incorporating the 
concept of set operations into data analysis.  

微小なチップ上に多種類の抗体を配列固定した抗体アレ
イを用いて細胞表面マーカーのハイスループット解析が可
能です。さらに、データ解析に集合演算の概念を取り入れ
ることによって、細胞の定量的サブセット分析が可能になる
ことを見出しました。 

抗体アレイによる定量的サブセット分析 
Quantitative cell subset analysis using 
antibody arrays 
教授 加藤 功一 （併任） 
Prof. Koichi Kato 
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PDMS上層 PDMS下層 

流路付与 

骨細胞と脳血管内皮細胞・周皮細胞・アストロサイトを上下層に設

置して培養可能な還流デバイス 

A fluidic device capable of culturing bone cells and brain vascular 
endothelial cells, pericytes, and astrocytes in upper and lower layers 

To investigate the link between bone and cognitive function, 
a perfusion-based 3D culture device is being developed to 
co-culture bone cells and blood–brain barrier-associated 
cells in a spatially organized manner. This year, a bilayer 
system with vascular endothelial cells and astrocytes was 
successfully constructed. 

骨と脳認知機能の連関を解明するために、骨細胞と血液
脳関門系細胞を適切な位置関係で立体的に培養する還
流デバイスの開発に取り組んでいる。本年度は、血管内皮
細胞とアストロサイトを上下層に設置して培養するシステム
を構築できた。 

Bone-BBB(blood-brain barrier)連関マイ
クロ流体デバイスの作製 
Development of the Bone-BBB 
Microfluidic Device 
教授 加治屋幹人 （併任） 
Professor. Mikihito Kajiya 

作製した Si 結合タンパク質の結合モデル図 
平面状に配置したアミノ酸(黄色)が Si 表面と相互作用する 
Molecular model of the Si-binding protein. 

 The ability to target proteins to specific sites on a Si device 
while preserving their functions is necessary for the 
development of new biosensors. We are developing a novel 
Si-binding protein by engineering a protein to display amino 
acids with affinity for Si on the flat surface. 

Si デバイスの表面に、活性を保ったままバイオ分子を固
定化する技術は新しい半導体バイオセンサーの開発に必
要である。平坦な表面構造を有するタンパク質分子を改
変して、Si との親和性が高いアミノ酸を平面状に配置する
ことで、新規の Si 結合タンパク質の開発を進めている。 

シリコンとバイオの界面制御の研究 
Interface Technology between Silicon and 
Biomolecules 

教授 黒田章夫（併任） 
Prof. Akio Kuroda 

慢性蕁麻疹の病態における、外因系血液凝固反応

と補体系によるマスト細胞・好塩基球活性化機序 

（アレルギーリウマチ性疾患 2 月号に掲載） 
 Hypothetical mechanism of basophils and mast cells 
activation in the patients with CSU.  

 我々はこれまでに、慢性蕁麻疹（CSU）増悪因子により、血

管内皮細胞の組織因子（TF）が高発現し、血液中の外因系

凝固反応が亢進する事を明らかにした。さらに、活性化凝

固因子が、血管透過性の亢進と補体の活性化を誘導し、

CSU の原因細胞である好塩基球・マスト細胞を活性化する

事を明らかにした。 
We clarified that expression of tissue factors (TFs) on the 

surface of vascular endothelial cells activate the extrinsic 
coagulation pathway and complements, such as C5, followed 
by the activation of basophils and mast cells.  

慢性蕁麻疹の病態における血液凝固・補体系
の役割解明 

准教授 柳瀬 雄輝 (併任) 
Associate Professor. Yuhki Yanase 

The roles of coagulation factors and complements 
for the pathogenesis of CSU 
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B. cereus が形成したマイクロカプセル状 SiO2 構造体の

SEM 像 スケールバー：500 nm 
SEM image of microcapsule-like SiO2 structures 
isolated from B. cereus. Scale bar: 500 nm. 

We found that a Gram-positive bacterium Bacillus cereus 
and its close relatives form a microcapsule-like structure of 
SiO2 in the cell. Several biomolecules involved in silica 
formation have been identified and are used to fabricate Si-
based biomaterials and biodevices. 

グラム陽性細菌 Bacillus cereus が細胞内でマイクロカプ
セル状の SiO2 を形成することを発見し、その分子メカニズ
ムの解析を進めている。SiO2 形成に関与する生体分子を
本菌より単離し、半導体バイオ融合デバイス開発のための
ツールとして利用している。 

細菌の SiO2形成機構の解析と半導体
バイオ融合デバイス開発への応用
Molecular Mechanisms of SiO2-Forming 
Bacteria and Their Applications 
准教授 池田 丈（併任） 
Assoc. Prof. Takeshi Ikeda 

HiSOR の Spin-ARPES 装置の概要図。電子バンド構造をス

ピン自由度まで決定することができる。 

Laser Spin-ARPES system at HiSOR. This system enables us to 
visualize electronic band structures, including spin information. 

Spin- and angle-resolved photoemission spectroscopy (Spin-ARPES) is a 
powerful experimental technique that enables direct visualization of 
electronic band structures, including spin degrees of freedom. In the 2024 
fiscal year, a scanning Spin-ARPES microscope incorporating a micro-
focused laser was developed at the Hiroshima University Synchrotron 
Radiation Research Center (HiSOR). Using this apparatus, the mechanism 
of spin-polarized electronic states in antiferromagnets was elucidated. 

スピン・角度分解光電子分光 (Spin-ARPES) は、電子バンド構造をスピ

ン自由度まで直接可視化できる強力な実験技術である。2024 年度は、

マイクロ集光レーザーを導入した走査型 Spin-ARPES 顕微鏡を広島大

学放射光科学研究所 (HiSOR) で開発し、この装置を用いて反強磁性

体におけるスピン偏極電子状態の発現機構を解明した。 

レーザー Spin-ARPES を用いた反強磁性体におけ
るスピン偏極電子状態の研究 
Study of spin-polarized electronic states in 
antiferromagnets using Laser Spin-ARPES 

准教授 黒田健太 (併任) 
Professor Kenta KURODA 
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4.3  Research Support and Facilities Operation Office                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
研究支援・設備運営室  

 
The Research Support and Facilities Operation Office maintains and manages the institute's facilities, operates 

equipment (R&D) activities, and supports internal and external users. The outlines of research at the. Research 
Support and Facilities Operation Office. 
研究支援・設備運営室では、２つのクリンルームをはじめとする研究所のファシリティを維持管理し、学内外の

利用に供することができるように設備の運営と研究の支援を行っています。現在行われている研究支援・設備運

営室における研究の主なものの概要を紹介する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

准教授 田部井哲夫 （特任） 
Special Appointment Associate Professor 

20 µm 10µm 

p 型 n 型 

石英基板上に常温接合したシリコン pn 接合素子と窒化ガリ
ウム LED 発光時の光学顕微鏡写真 
Optical micrographs of silicon pn junction device 

and gallium nitride LED at light emitting bonded 

on quartz substrate under room temperature. 

受光素子および発光素子を同一異種基板上に集積化
することを目的として、常温大気圧下で石英基板等の透
明基板に接合する技術の研究を行っている。受光素子と
しては SOI 基板を用いたシリコン pn 接合素子、発光素子
としては窒化ガリウム LED 素子について検討している。 

We are studying bonding technology of photodetector and 
light-emitting devices on quartz substrate etc. under room 
temperature and atmospheric pressure for heterogeneous 
integration. We are investigating silicon pn junction devices 
using SOI substrate as photodetectors and gallium nitride 
LED devices as light-emitting devices. 

助教 雨宮嘉照（特任） 
Assist. Prof. Y. Amemiya 

光学素子の異種基板上への接合技術 
Bonding technology of optical devices 
on heterogeneous substrate 

トンネル電界効果トランジスタを用いた極
低電圧シリコン光変調器の研究 
Ultralow drive voltage Si optical modulator 
utilizing  tunnel field-effect transistors 

 We study an ultralow drive voltage silicon Mach-Zehnder 
modulator utilizing tunnel field-effect transistors (TFETs). 
Currently, we are working to improve the performance of 
silicon TFETs that incorporate optical waveguides in the 
channel. 

トンネル電界効果トランジスタ（TFET）を利用した、極低
電圧駆動シリコンマッハ-ツェンダー光変調器の研究を行
っている。現在はチャネルに光導波路を組み込んだシリ
コン TFET の高性能化を進めている。 

Gate electrode

Source

Drain
Photonic crystal waveguide

Si waveguide

Source

Gate electrode

提案する光変調器

の概略図 
Schematic of the 
proposed optical 
modulator. 
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6.  Research Facilities of RISE                      
 研究設備 
 
6.1 Super clean rooms                
 スーパークリーンルーム 
 

Super clean rooms, partly class 10 at 0.1-μm particles, are used for fabrication of advanced devices and LSI’s. 
先端デバイス及び LSI の製作はスーパークリーンルームで行われる。最も清浄度の高いセクションはクラス 10 （1立

方フィート内に 0.1µm 以上の粒径の粒子が 10 個以下）である。 

AS

West Building since 1988 East Building since 1998

AS

AS

AS

EV

EPS

Super Clean Room
in West Building 

Super Clean 
Room in East 
Building

Changing 
room Changing 

room

WC

Measurement
room

Entrance
AS

West Building since 1988 East Building since 1998

AS

AS

AS

EV

EPS

Super Clean Room
in West Building 

Super Clean 
Room in East 
Building

Changing 
room Changing 

room

WC

Measurement
room

Entrance

 
Plan view of clean rooms in west and east buildings. The total clean room area measures 830 m2. Chemical 

filters are set in the east clean room to avoid hazardous gases. 
 西棟及び東棟クリーンルーム平面図。クリーンルーム総面積は 830m2。東棟クリーンルームには危険ガス除去用

のケミカルフィルターが設置されている。 

 

  
Super clean room in west building. 
西棟スーパークリーンルーム 

Super clean room in east building. 
東棟スーパークリーンルーム 
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6.2 Equipment for advanced devices and LSI fabrication                     
先端デバイス及びLSI作製のための設備 

 
6.2.1 Lithography                

リソグラフィー 
◆ Point-beam type electron beam lithography system 

(ELIONIX ELS-G100) 
                       

ポイントビーム型電子ビーム描画装置  
（エリオニクス ELS-G100）Resoｌution 6nm 

 ◆ Maskless photolithography system  
 (Heidelberg DLA150) 
                     

マスクレス露光装置  
（ハイデルベルグ DLA150） Resoｌution 1µm 

 

  

    
◆ Maskless photolithography system  
 (Nanosystem Solutions D-light DL-1000) 
                     

マスクレス露光装置 （ナノシステムソリューション
ズ D-light DL-1000） Resoｌution 1µm 

   

 

 

Photoresist patterns by D-light DL-1000. 
D-light DL-1000によるレジストパターン 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 µm100 µm100 µm100 µm
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6.2.2 Dry etching                 
 ドライエッチング 

 
◆ Si deep etching system 
  (Sumitomo Precision Products) 
                        

Si用深堀りエッチング装置 
（住友精密工業） C4F6, SF6, Ar 使用可能 

 ◆ ICP etcher for highly selective etching of SiO2 
 (AYUMI INDUSTRY) 
                      

SiO2用ICPエッチング装置 
（アユミ工業） CF4, H2, O2, Ar 使用可能 

 

 

 
 
◆ ICP etcher for SiO2  

 (SAMCO)                      
SiO2用ICPエッチング装置  
(サムコ) CF4, H2, O2, Ar 使用可能 

 ◆ RIE (Reactive Ion Etching) system for SiO2 

 (KOBELCO) 
                     

SiO2用RIE(反応性イオンエッチング)装置 
（神戸製鋼） CF4, H2, O2 使用可能 

 

 

 
 

 

  

◆ ICP (Inductively Coupled Plasma) etcher for Si 
(YOUTEC) 

                      
Si用ICP（誘導結合プラズマ）エッチング装置 
（ユーテック） Cl2, HBr, N2, O2 使用可能 

 ◆ ECR (Electron Cyclotron Resonance) etchers for Si 
(KOBELCO) 

                        
Si用ECR（電子サイクロトロン共鳴）エッチング装置 
（神戸製鋼） Cl2, BCl3, HBr, N2, O2 使用可能 
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◆ ICP etcher for Al  
(YOUTEC) 

                     
Al用ICPエッチング装置 
（ユーテック） Cl2, BCl3, N2 使用可能 

 ◆ Magnetron RIE system for Al 
  (KOBELCO) 
                   

Al用マグネトロンRIE装置 
（神戸製鋼） Cl2, BCl3, N2 使用可能 

 

 

 
 

 

 
◆ Chemical dry etching system for  
 Si3N4 and poly-Si (KOBELCO)                                        

 Si3N4及びSiO2用ケミカルドライエッチング装置 
（神戸製鋼） CF4, N2, O2 使用可能 

 ◆ Plasma asher for removing 
 photoresist (KOBELCO) 
                      

レジスト除去用プラズマアッシング装置 
（神戸製鋼） N2, O2 使用可能 
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6.2.3 Oxidation, annealing, and doping                              
 酸化、アニール、不純物注入 

 
◆ Annealing furnaces for general purpose 
 (Koyo Thermo System) 
                     

 汎用熱処理装置 H2, N2, O2, Low Pressure 
 (光洋サーモシステム) Max. Temp.  1000℃ 

  
 

酸化炉講習風景  
Training of oxidation 

 

 

 

◆ Oxidation and diffusion furnaces 
 (Tokyo Electron) 
                      

 酸化・拡散炉  
 (東京エレクトロン) Max. Temp. 1150℃ 

 ◆ Ion implanter  
 (ULVAC) 
                      

高温イオン注入装置 ⅠMax 3500  
(アルバック)  Al, B, As, P, F 等注入可能 

  

 

 
   
◆ RTA (Rapid Thermal Annealing) system  
 (Samco HT-1000) 
                    

 高速熱処理装置  
 (サムコ HT-1000) Max. Temp. raise rate 200℃/s 

 ◆ Phosphorus diffusion furnaces  
 (SHINKO SEIKI) 
                      

リン拡散炉  
(神港精機) Max. Temp.  900℃ 
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6.2.4 Dielectric film deposition and epitaxial growth                                        
 絶縁膜堆積・エピタキシャル成長 
◆ Low-pressure chemical vapor deposition (CVD) 
 reactors for SiO2, SiN, poly-Si 
 (Tokyo Electron) 
                      

 減圧CVD（化学気相成長）炉 (東京エレクトロン) 
SiO2, SiN, poly-Si堆積可能 

 ◆ Atmospheric pressure CVD reactor for SiO2 

 Doing of P and B possible (AMAYA) 
                     

SiO2堆積用常圧CVD装置  
(天谷製作所)  PおよびBドープ可能 

  

 

 
   
◆ Parallel plate type clean plasma CVD reactor for 

SiN, SiO2, and amorphous Si (ULVAC) 
                       

平行平板型プラズマCVD装置 (アルバック)  
SiN, SiO2, アモルファスSi 堆積可能 

    

 

常圧CVDウェハセッティング風景 

Wafer setting to atmospheric CVD reactor  
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6.2.5 Metal deposition                   
金属薄膜堆積 

◆ Metal/dielectrics sputtering system  
 for BiSrTiO compound etc. (ULVAC) 
                    

金属/絶縁膜スパッタリング装置 
(アルバック) BiSrTiO等堆積可能 

 ◆ Sputtering machine for metal interconnects for Al, 
Ti, TiN (EIKO) 

                    
金属配線用スパッタリング装置 
(エイコー) Al, Ti, TiN 堆積可能 

 

 

 
   
◆ Sputtering system for general purpose for variety 

materials (EIKO) 
                      

 汎用スパッタ装置 (エイコー) 
広範な材料堆積 

 ◆ Vacuum evaporation system for variety of metals 
(Donated: RICOH) 

                      
 真空蒸着装置 (寄贈：リコー) 
Al 等堆積可能 

 

 

 

6.2.6 Others            
その他 

◆ Surface-activated bonding system (EIKO) 
                      

表面活性化接合装置 (エイコー) 
Ar, H2 Plasma treatment 可能 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

スパッタリング装置ウェハセッティング風景 

Wafer setting to sputtering machine  
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6.3 Characterization and diagnostics equipment                                       
 評価・分析装置 
◆ Secondary ion mass spectroscopy (SIMS) system 

with Cs and O ion gun (ULVAC-PHI PHI-6650) 
                                    

2次イオン質量分析装置 (アルバック-ファイ 
PHI-6650) Cs, Oガン装備 

 ◆ Total reflection of X-ray fluorescence spectrometer 
(Technos TREX-610) 

                                    

全反射蛍光X線分析装置 (Technos TREX-610) 
感度(Cr-Zn) 1010 atom/cm2 

 

 

 

   
◆ Fourier-transform infrared spectrometer (FTIR) 
 (JEOL) 
                                     
 フーリエ変換赤外分光光度計  
 (日本電子) Resolution 0.5cm-1 

 ◆ Atomic force microscope (AFM)  
 (Seiko Instruments Inc. SPI3800) 
                                      
 原子間力顕微鏡 （セイコーインスツルメンツ 

 SPI3800）Resolution Z:0.01nm, X, Y：0.1nm 

 

 

 
   

◆ High resolution X-ray diffractometer 
 (Rigaku ATX-E) 
                                                               
 高解像度X線回折装置 
 (リガク ATX-E) Angle resolution 0.0002° 

◆ X-ray diffractometer 
 (Rigaku RINT2100) 
                 
 X線回折装置 
 (リガク RINT2100) 
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◆ Ellipsometer 
 （Rudolph Research Auto EL） 
                                                                 

エリプソメーター （ルドルフリサーチ Auto EL） 
Measurable thickness > 10nm 

 ◆ Spectroscopic ellipsometer  
 (J.A.Woollam JAPAN M-2000D) 
                                   

分光エリプソメーター （ジェー・エー・ウーラム・ 
ジャパン M-2000D）Measurable thickness > 10nm 

 

 

 
   
◆ Hall effect measurement system 
 (ACCENT HL5500PC) 
                                    
 ホール効果測定装置 (ACCENT HL5500PC) 

 Input impedance 1010 Ω 

 ◆ High-resolution X-ray photoelectron spectroscopy 
 (XPS) system  (KRATOS ESCA-3400) 
                                      
 X線光電子分光分析装置 
 (KRATOS ESCA-3400) X ray source：Mg, Ka 

 

 

 
   

◆ High-resolution X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) system (VG Scienta ESCA-300) 
                                                                 
 X線光電子分光分析装置 (VGシエンタ ESCA-300） Radius of analyzer：300mm, X-ray source：4kW 
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◆ Field emission scanning electron microscope 
(FE-SEM) (JEOL Ltd JSM-IT800) 

                                     
電界放出型走査電子顕微鏡 
（日本電子 JSM-IT800）  

 ◆ Focused ion (Ga) beam (FIB) system  
(Hitachi FB-2000) 

                                    
集束イオン(Ga)ビーム加工装置 
(日立 FB-2000) Min. beam diameter 10nm 

 

 

 
   
◆ Manual wafer prober (Vector Semiconductor)  and 
semiconductor parameter analyzer (Keithley) 
                                      
 マニュアルプローバー(ベクターセミコン)及び 
 半導体パラメーターアナライザー(ケースレー) 

 ◆ Semi-automatic wafer prober  
 (Vector Semiconductor AX-2000) 
                                     
 セミオートプローバー  
 (ベクターセミコンAX-2000) 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMロードロック室へのウェハセッティング風景 

Wafer setting to SEM load-lock chamber 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

マニュアルプローバーによる電気特性測定 

Measuring electrical properties using manual prober 
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◆ X-ray diffraction (XRD) 
   (Rigaku SmartLab XRD) 
                                     

薄膜評価用X線回折装置 
(リガク SmartLab XRD) 

 ◆ Atomic Force Microscope 

( Bruker Dimension Icon) 
                                    

AFM原子間力顕微鏡（ブルカーDimension Icon） 

 

 

 

   

◆ Scanning X-ray photoelectron spectrometer 
(ULVAC-PHI PHI VersaProbe 4) 

                                     
走査型X線光電子分光分析装置 
(アルバック-ファイ PHI VersaProbe 4) 

 ◆ Semi-auto probing system and semiconductor 
parameter analyzer (MPITS3000-SE) 

                                     
セミオートプロービングシステム、及び 

  半導体パラメータアナライザ(MPITS3000-SE) 

 

 

 

   

◆ Ic probing system under an extreme environment, 

600℃. 
                                     

600℃超高温プローバ 半導体パラメータアナライザ 

 ◆ Test facility for high-frequency wireless 

communication system and devices up to100GHz 
                                     
100GHｚ程度までの高周波通信・デバイス評価設備 
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6.4 VLSI CAD environment 
                       
 VLSI設計用CAD環境 
 

6.4.1 Hardware               
 ハードウェア 
 

Workstations 

◆ SUN: 11 machines (SunFire X4600×1, SunFire V440×2, SunBlade2500×2, SunBlade2000×3,  
 SunBlade1000×3) 

◆ HP: 9 machines (ProLiant DL580G5×3, xw9300×1, xw8600×1, j6750×1, c8000×2, b2000×1) 

 

Workstations for TCAD and LSI design 
TCAD及びLSIデザイン用ワークステーション  

 
 
6.4.2 Software               
 ソフトウェア 

 
TCAD tools 
◆ Process/Device Simulators: SYNOPSYS TSUPREM4/MEDICI, ISE TCAD, SYNOPSYS Sentaurus,  
 Selete ENEXSS 

Other simulators 

◆ Electromagnetic Field Simulators:  ANSOFT HFSS, CST Microwave Studio 

◆ Optical Wave-guide Simulator:  Apollo Photonics APSS 

LSI design tools 

◆ Layout Design: CADENCE Virtuoso*, JEDAT alpha-SX(ISMO), Silvaco Expert* 
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◆ Schematic Design: CADENCE Composer*, JEDAT alpha-SX(ASCA), Silvaco Gateway 

◆ Functional Simulators: CADENCE SPW*, Mathworks MATLAB 

◆ Circuit Simulators: CADENCE Artist*, Spectre*, Silvaco SmartSpice*, SYNOPSYS Star-HSPICE*, HSIM*, 
 TimeMill/PowerMill*, NanoSim* 

◆ Logic Simulators: CADENCE NC-Verilog*, VerilogXL*, MENTOR ModelSim*, 
 SYNOPSYS VSS* 

◆ Logic Synthesis: ALTERA QuartusII, CADENCE HDL Compiler*, SYNOPSYS Design Compiler*,  
 FPGA Compiler*, XILINX ISE Foundation 

◆ Automatic P&R: SYNOPSYS Milkyway*, Astro*, IC-Compiler*, CADENCE SoC-Encounter* 

◆ Verification: CADENCE Diva*, Dracula*, Assura*, JEDAT Layver, MENTOR Calibre*,  
 SYNOPSYS Hercules* 
 
Notice that various kinds of popular CAD software (marked with “*”) which support Verilog HDL/VHDL 
simulation, synthesis, layout design and verification for digital/analog VLSIs are provided by VLSI Design and 
Education Center (VDEC), the University of Tokyo. 
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